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を持つ格子間位置に入り，不純物原子の電子配置は 3 dn 4 s 1 (n はクロム，マンガン，鉄に対してそ







い不純物準位を作り， p型あるいは n型という半導体の特性を決定する。一方Cu， Zn , Au および、 Cr ，
Mn , Fe，等の遷移元素は，価電子帯，伝導電子帯からかなり離れた深い不純物準位を幾っか作り，




理論を建設することを目的としている。不純物原子としては Cu， Znおよび Cr ， Mn , Fe を例として
取上げ， Si を母体とする場合を計算した。周囲の Si原子と不純物原子との化学結合が重要な因子で
あることから，局在原子軌道による記述を採用し，ハミルトニアンの行列要素の計算方法として




くに浅い不純物である Ga と深い不純物である Znの両者について上記方法で詳細にその電子状態を計
算し，上記の方法が浅い不純物の場合にも従来の結果とコンシステントであり，一方浅い場合と深い
場合の相違がどのように起るかを明かにした。この場合には結晶中の電子分布もかなりセルフ・コン
システントに決定する計算まで、行っている。また格子間位置に入る不純物である遷移元素の場合につ
いても実験データの傾向をよく説明する結果を得た。
星野君の研究は深い不純物準位についての物理像の建設という目的に対して大きい進歩を遂げたも
のでありまた基礎理論としても他の場合に応用できる計算方法を確立したものであるので，理学博士
の学位論文として十分な価値を有するものと認める。
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